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概要：化合物半導体による高効率タンデム太陽電池の研究は、4接合セル 
を検討する段階に入っている。現在、精力的に研究されている 3接合セル 
GaInP(1.8eV)/GaAs(1.4eV)/Ge(0.66eV)に対して、禁制帯幅 1.0eVの第 4セ 
ルを追加することにより、AM1.5、500倍の集光下で 52％という高効率が 
得られることが理論的に期待されている。このような第 4セルの材料として 













関連する特許 1件 なし 
関連する論文 1編 A. Hashimoto et al., Solar Energy Materials & Solar Cells, 75, 313 
(2003). 
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